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PROPRIEDADES FOTOLUMINESCENTES DE CCTO DOPADO COM ELEMENTOS
DOADOR/ACEPTOR DE ELETRONS
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Na histéria da humanidade materiais ceramicos sao utilizados desde os primérdios. Alguns materiais para
terem sua melhores propriedades otimizadas, recebem a adi¢do de um outro composto. Titanatos de forma
geral apresentam emisséo de luz quando excitados e quando dopados com diferentes compostos, tem essa
propriedade alterada. Neste trabalho foram sintetizados titanatos dopados com metais doadores e aceptores
de elétrons, que apresentaram alta emissdo de luz na regido do visivel, tornando viavel a aplicacdo destes
em diodos emissores de luz (LED). Além da sintese pelo método quimico dos precursores poliméricos 0s
materiais na forma de pé foram tratados termicamente entre 300 e 900 °C. O p6 precursor decomposto foi
seguido por analise termogravimétrica (TG-DTA), difracdo de raios-X (XRD), infravermelho com
transformada de Fourier (FT-1V), Espectroscopia Raman (Raman), microscopia eletronica de transmissdo
com difragdo de eletrons (MET) e fotoluminescéncia (PL). A analise de XRD revelou que os pos tratados
termicamente a 900 °C estdo bem ordenados e cristalizados em uma estrutura ctbica do grupo espacial
Fm3m. A emisséo de luz foi observado em uma maior intensidade nas amostra calcinada a 500 °C, o que
estruturalmente ndo é altamente desordenado (300-500 °C) tampouco ordenada (900 °C). Os espéctros de
absorcdo UV-Vis mostraram a presenca de niveis de energia no gap de pos estruturalmente desordenados.
A microscopia eletrdnica de transmissdo mostrou a form¢éo de planos cristalograficas e desordenagdo da
estrutura de pos tratados a 500 °C. O Titanato de cobre e célcio dopado com um doador e aceptor de eletrons
apresentou importantes resultados com aplicacéo direta em componentes eletronicos. Agradecimentos a
agéncia de fomento FAPEMIG.
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